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これまで、ナノもしくはミクロンサイズの超伝導体について研究を行ってきた。ナノ構

造の超伝導体では、特にその混糸構造がパjしクの超伝導体とは異なること、さらに、その

溝糸の運動の制御や、その量子力学的な運動が期待される。

ここでは、これまでの研究の中で、 d波超伝導体とs波超缶導体を組み合わせた、 d-dot

と呼んでいる複合超伝導体の自発磁束を利用したデバイスへの応用、ナノ構造の異方的な

超伝導体に特徴的な性黄、非対称超伝導ネットワーク中での議束の制御について紹介す

る。

1. d-dotのデバイスへの応用

酸化物高温超伝導体のようなd何-k:)波超伝導体と従来型のS波超伝導体を組み合わせ

ると、 d波超伝導体の異方牲によって自発的な半整数量子磁束が生じ、この状態は2重に

結還しているため、 2値のデバイスとしての応用が期待される。このデバイスへの応用の

椀として、このd-dotを幾何学的主配置して論理回路を構成するシミュレーションを時間

依存のギンツブルクランダウ方程式を用いて行った。下の図はその一例で、多数決回路が

動作する様子を示した。
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2.ナノサイズの異方的超伝導体

異方的な超伝導体、特にd波超伝導体では境界の方向によって、境界における超伝導状

態が変わる可能性が指擁されている。ナノサイズの超伝導体では、境界の影響が大きいた

め、その形状によって、超伝導状態が変化することが期待される。これについて、異体的

なシミュレーションの結果を示す。

3.非対称超伝導ネットワーク中の磁束の運動のラチヱツト効果

これまで、超伝導体にナノサイズの異方的な形状のアンチドットやアンチドットを導入

して、渦糸の運動を制御し、特iこ印可した交流電流に対して直流電圧が生5るというラ

チェット効果の実験的研究が行われてきた。それに対して、非対称の超伝導ネットワーク

iこおいて、活糸のラチェット効果が起こることを、時題依存ギンツブ)[.，クランダウ方程式

を用いたシミュレーシ三ンで示す。
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